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ВИСНОВКИ
Впершепродемонстрованоможливістьреалізаціїуніполярного
програмуванняприладівнанокристалічноїпам’ятіякевключаєвсебе
захопленняелектронівнапасткизарядунавколокремнієвогонанокристалітуз
наступноюемісієюзарядузнанокластерівпідчасзбільшенняелектричного
поляудіелектрикуЕфектпов’язанийвиключнозмалимирозмірами
нанокристалаізначнимлокальнимпідсиленнямелектричногополянаньому
Показанощоуструктурахзшаромкремнієвихнанокристалітіву
діелектрикуодноріднолокалізуєтьсяпозитивнийзарядякийможнарозглядати
якфіксованийзарядКрімтогоприкладаннядозатворупозитивноїнапруги
призводитьдоінжекціїелектронівзпідкладкиудіелектрикякілокалізуютьсяв
пасткахзарядубілянанокластерівщоінтегральноперекомпенсовуєвихідний
позитивнийзарядудіелектрику
Булопоказанощовструктурахзоднимшаромнанокластерівпроцес
зберіганнязарядунеможебутиописанийсуперпозицієюнезалежнихпроцесів
стіканнязарядуаскладаєтьсязвзаємозалежнихпроцесівбулозапропоновано
стадійнумодельстіканнязарядуякабазуєтьсянаіснуваннівдіелектрику
зарядівобохзнаківіприсутностівзаємозалежнихпроцесівстіканнязарядув
затворнийелектродікремнієвупідкладку
Встановленощодвошаровийнанокристалічнмийплаваючийзатворз
більшимирозміраминанокластерівувнутрішньомушаріефективнозабезпечує
блокуваннянакопиченогозарядувідстіканнящопов’язанезкулонівською
блокадоюірозмірнимквантовимефектомзбільшеннямефективної
забороненоїзониукремнієвихнанокластерівмалихрозмірівпорівняноз
ефективноюзабороненоюзоноюукремнієвихнанокластерівіззбільшеними
розмірами
Визначеноенергетичніхарактеристикиструктурнанокристалічної
пам’ятізоднимідвомашараминанокристалівтапобудованіенергетичнізонні
діаграмиПоказанощопасткиелектронівякілокалізованінамежіподілу

нкбілямалихнанокластерівнммаютьенергетичнезалягання
еВнижчедназонипровідностікремнієвоїпідкладкитодіякпасткиелектронів
локалізованихбілявеликихнанокластерівнммаютьенергетичнезалягання
еВ
РозробленіметодидіагностикиМДНструктуренергонезалежної
пам’ятіякідозволяютьвизначатимеханізмзарядовоготранспортудинамічні
релаксаційнітаенергетичніхарактеристикиприладів
Розробленомодульнекомп’ютеризованеобладнаннядляшвидкісних
ємніснихвимірюваньМДНприладівенергонезалежноїпам’яті
Впершевиявленовід’ємнуємністьвструктурахзплівкою
тапоказанощоімпедансмаєіндуктивнийхарактердочастотиМГцщо
дозволяєзапропонуватидослідженуструктурувякостіплівковоїіндуктивності
приствореннімікроелектронногогенераторачастотизадопомогоюКМОН
технології
ВиявленочіткийгістерезисСхарактеристикякувипадкуплівок
такіувипадкуплівокщосвідчитьпронакопиченнята
стираннязарядузнанокристалівБільшавеличинавікнапам’ятіМДНструктур
зплівкамиобумовленаособливостямиенергетичноїзонної
діаграмитабільшоюгустиноюдоступнихстанівувипадкунанокластерів
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